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１．概要（Summary） 

Si への熱酸化による酸化膜形成は均一に緻密な膜の

形成が可能であることから、半導体デバイス作製において

重要な役割を果たしている。一方で高アスペクト構造を利

用したデバイス作製が盛んに行われており、高アスペクト

構造中の酸化膜の状態を理解することはデバイス作製を

行う上で重要である。 

本検討では深堀ドライエッチングにより Si 基板上に作

製した高アスペクト構造に対して熱酸化により酸化膜を形

成した時の膜の均一性について評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

深堀りドライエッチング装置 1(Φ4”) 

熱酸化炉 

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

 Si 基板上に Pitch：5m、Duty：1:1のラインアンドスペ

ースパターンを作製し、深堀りドライエッチング装置(Φ4”)

を用いて深さ 15m 程度エッチングし、アスペクト 6 の加

工を実施した。加工残渣物及びマスクレジストを除去した

後、熱酸化炉（1000℃45 分）にて酸化を行った。成膜し

た酸化膜は断面 SEMを用いて、加工構造内の膜厚を評

価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 加工および熱酸化処理したパターンの上部と下部の断

面 SEM 画像を示す（Fig. 1）。酸化膜上の膜は熱酸化

膜形成後に堆積させた金属膜である。 

 Fig. 1(a)に示すパターン上部ではパターントップ部の

酸化膜膜厚が 49.3nm、パターン側壁部の膜厚が

52.2nmであった。また Fig. 1(b)に示すパターン下部で 

はパターンボトム部の膜厚が 47.7nm、パターン側壁部

が 52.3nm であった。パターン側壁部においてパターン

上部、下部ともほぼ同じ膜厚であった。また、パターンのト

ップ部とボトム部においてもほぼ同じ膜厚となった。高ア

スペクト構造のパターンの場合でも均一に熱酸化膜形成

が可能であることが分かった。一方で基板平面に水平方

向であるパターントップ部およびボトム部と垂直方向であ

る側壁部で膜厚に差が発生したが、これは基板の面方位

の違いによる熱酸化速度の差によるものと考えられる。 
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Fig1. SEM image of top (a) and bottom (b) structure. 
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